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W niniejszym projekcie proponujemy wytworzenie nowej generacji luminoforéw opartych na
domieszkowanych jonami Ce*, Eu®* i Mn* mieszanych granatach {Gd,Y}s[Al,Gal,(Ga,Al);0y, i
{Th,Gd};[Al,Gal,(Ga,Al);01, w postaci ceramiki, warstw epitaksjalnych lub struktur hybrydowych typu
warstwa-podfoze, osadzonych na podtozach granatéw Y;Als01, (YAG) oraz YAG:Ce, jako konwertoréw
fotoluminescencyjnych WLED. Takie typy konwertorow sg wyjatkowo przydatne do produkcji WLED
wysokiej mocy (Rys.1). Mianowicie, ceramika lub struktury epitaksjalne granatéw wielkich rozmiaréw o
Srednicach do 2-3 cali z bardzo jednorodng warstwg mogg by¢ zastosowane do produkcji duzej ilosci
konwertoréw z identycznymi wiasciwosciami optycznymi. Zastosowanie granatéw YAG i YAG:Ce, jako
podiéz, jest tutaj takze bardzo korzystne, poniewaz materialy tego typu sg szeroko stosowane do
krystalizacji metodg epitaksji z cieczy oraz stosowane jako materialy laserowe i
katodoluminescencyjne. Z tego powodu sg one tatwo dostepne w postaci duzych krysztatéw lub nawet
polerowanych podtéz, gotowych do przeprowadzenia epitaksji z cieczy.

W celu realizacji takiego podejscia w produkcji WLED, w poczatkowej fazie projektu musi byc¢
opracowana technologia otrzymania proszkéw oraz przezroczystej lub pol przezroczystej ceramiki na
basie w/w mieszanych granatéw. Roéwnolegle zostanie opracowana metoda epitaksjalnego wzrostu
stosunkowo grubych (do 100 mikronéw) warstw krystalicznych mieszanych granatéw
{Gd,Y};[Al,Gal,(Ga,Al);O, i {Tb,Gd}3[Al,Ga](Ga,Al);O;, na podtozach YAG Ilub YAG:Ce.
Innowacyjno$¢ naszego projektu polega na wytworzeniu warstwowych konwertorow przy zastosowaniu
metody epitaksji z cieczy. Metoda LPE zostata wybrana przez nas w celu realizacji tego zadania,
poniewaz pozwala ona na otrzymanie zadanej grubosci warstw przy zachowaniu ich bardzo wysokiej
jednorodnosci i jakosci optycznej. Jednak, wytworzenie warstw mieszanych granatéw na podtozach
YAG lub YAG:Ce nie jest zadaniem prostym z powodu przewidywalnej bardzo duzej réznicy (do kilku
procent) pomiedzy statymi sieci warstwy i podtoza oraz réznic w wspoétczynnikach segregacji roznych
kationéw wymienionych mieszanych granatéw w procesie krystalizacji metodag LPE.

Pomimo powyzszych trudnosci autorzy projektu udowodnili wczesniej mozliwo$¢ krystalizacji hetero-
epitaksjalnej warstw granatéw LUAG oraz TbAG na podiozach YAG lub innych granatéw przy bardzo
duzym niedopasowaniu statych sieci warstwy i podifoza. Jednak, do dzisiaj nie zostatlo opracowane
ogolne podejscie do przewidywania mozliwoéci krystalizacji warstw metodg LPE w oparciu o wiedze o
réznicach w strukturach krystalicznych oraz statych sieci materiatéw warstwy i podtoza. Oprocz tych
parametrow, bardzo duzo innych czynnikoéw, takich jak wiasciwosci mechaniczne warstwy i podtoza,
potencjaty chemiczne kationéw sieci i topnika oraz energii generowania dyslokacji roznego rodzaju moga
mie¢ istotny wplyw i odgrywac¢ bardzo wazng role w procesie krystalizacji warstw. Dlatego tylko
doswiadczalne badania mogg udowodni¢ mozliwos¢ wzrostu warstw w wypadku duzej réznicy w statych
sieci warstwy i podtoza nawet w przypadku krystalizacji materiatéw o tej samej strukturze krystaliczne;.

Zespot autorow projektu planuje wykonanie tego typu badan w celu uzyskania nowego typu
konwertoréw luminescencyjnych WLED na basie ceramiki, warstw mono- lub polikrystalicznych oraz
struktur hybrydowych typu ,warstwa — podtoze” na bazie domieszkowanych jonami Ce* , Eu®*" i Mn?*
mieszanych granatéw, krystalizowanych metodg LPE na podtozach YAG i YAG:Ce, co moze okazac
sie duzym osiggnieciem nawet w skali swiatowej w dziedzinie wytwarzania materiatow
luminescencyjnych metodg LPE.
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Rys.1. (a) - schemat pracy typowej biatej diody, opartej na konwersji emisji niebieskiej diody proszkiem
fosforu YAG:Ce, rozduszonym w smole epoksydowej, oraz diody WLED z konwertorem w postaci
ceramiki lub krysztatu YAG:Ce (b) (https://www.osram.com/os/).




